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травлення
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Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці метода формування тонких однорідних плівок nc-Si великої площі та
комплексному дослідженню їх властивостей з метою використання цих плівок в сонячних елементах та
газових сенсорах. Обґрунтовані ефективність та напрямки практичного використання цього методу.
Проаналізовано механізм формування nc-Si при хімічному травленні. Встановлено, що процес формування
nc-Si складається з двох етапів і проявляється не тільки в зміні структури поверхні вихідних підкладок, але і
в зміні елементного складу плівок nc-Si. Показано, що смуга люмінесценції зразків nc-Si, одержаних
хімічним травленням, є суперпозицією двох смуг, одна з яких обумовлена рекомбінацією екситонів у
кремнієвих нанокластерах, а інша рекомбінацією носіїв через поверхневі дефекти. Виявлено 2 процеси
деградації характеристик nc-Si під дією ультрафіолетового опромінення: необоротній процес, який
призводить до зміни коефіцієнту відбивання і пов'язаний з фотостимульованим окисленням поруватого



шару, і оборотній, що призводить до зменшення інтенсивності фотолюмінесценції. Запропоновано модель,
що пояснює деградацію фотолюмінесценції nc-Si тунелюванням носіїв, генерованих в кремнієвих кластерах,
на пастки в їх окисній оболонці. Експериментально підтверджено ефективність використання nc-Si для
покращення характеристик моно- та мультикристалічних кремнієвих сонячних елементів та газових
сенсорів.

2. The dissertation is devoted to development of the method of formation of thin homogeneous nc-Si films of large
area and to complex study of their properties with the purpose of their application in solar cells and gas sensors.
The mechanism of nc-Si formation during stain etching is analyzed. It is found that the process of nc-Si formation
consists of two stages and results not only in the reorganization of surface structure of substrates, but also in the
change of element composition of nc-Si films. It is shown, that photoluminescence band of nc-Si is a superposition
of the band caused by a recombination of excitons in silicon nanoclusters and the band caused by a recombination
of carriers through surface defects. Two processes of nc-Si characteristic degradation under ultraviolet irradiation
are revealed: a irreversible one resulted in the change of reflection index and caused by a photostimulated
oxidation of porous layer, and a reversible one resulted in the decrease of the photoluminescence intensity. The
model of nc-Si photoluminescence degradation consisted in the tunneling of carriers generated in silicon clusters
to the traps in their oxide shell is proposed. An efficiency of nc-Si application for the improvement of mono- and
multicrystalline silicon solar cell and gas sensor characteristics is confirmed experimentally.
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